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1. はじめに 

チップ内光集積回路の実現に向け Geが注目されており、特に Si基板上への Geのエピタキシャル成長による、引

っ張り歪みの導入と高濃度 n型ドーピングによって、発光効率の増大が期待できる。これまで、光共振器としてマイク

ロディスクを作製することにより Fabry-Perot (FP)やWhispering-gallery(WG) modeによる共振が観測されている[1,2]。

本研究では、高濃度 n-doped Ge-on-Si (GOS)マイクロディスクの室温下での長波長領域の光学特性評価を行った。  

2. 実験方法 

  GOS構造の成長は、Solid-Source-Molecular-Beam-Epitaxy (SSMBE)を用いた。成長方法は 2段階成長法を採り、

Si(100)基板上に成長温度 (Tg)350℃にて 40 nmの LT-Ge層を成長し、その後 Tg =600℃にて 700 nmの HT-Geの

成長を行った。n型ドープは Spin-on-Dopant (SOD)を用いてリンの熱拡散を行い、約 4×1019 cm-3の高濃度を得た。光

共振器は、電子線描画装置とドライエッチングによって直径 20 µmのマイクロディスクを作製した。Photoluminescence 

(PL)測定は、励起光波長 976 nm、波長約 2.0 µmまで検出可能な長波長 InGaAsディテクタを使用した。 

3. 実験結果 

      Figure 1に高濃度ドーピングGOSマイクロディスクの室温 PLスペクトルを示す。直径 20 µmの大きなディスクにお

いて FPモードによる共振ピークが観測された。励起光強度 154 mWにおいて、Geの直接バンドギャップ付近の波長

約 1.7 µmで 267の高 Q値に達した。Figure 2に PLスペクトルの積分強度と pump power依存性を対数プロットで示

す。傾きは約 1.47 となることから、非線形的に増大していることが確認された。Figure 3に共振ピーク波長 1.7 µm付近

とそのピークのQ値の pump power依存性を示す。pump powerの増加によりピーク波長の red-shiftが確認されたが、

多くのピークで 200を超える高 Q値を達成した。 
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  Figure 1. Room temperature PL spectra   Figure 2. Dependence of integrated PL    Figure 3. Dependence of peak  

 of n-doped GOS microdisk.            intensity on the pump power.            wavelength and Q-factor on the 

pump power.  
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